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聚焦‘芯创’未来 赋能‘高新’发展 

2023 第三代半导体功率器件及应用创新论坛召开 

7 月 14 日，2023 第三代半导体功率器件及应用创新论坛在苏州市吴

中区木渎镇合景万怡酒店成功召开。论坛由第三代半导体产业技术创新战

略联盟和江苏省吴中高新区管委会共同主办，吴中区科技局、吴中区工信

局、吴中金控公司共同协办，吴中高新区招商局、吴中高新区科创局、吴

中高新投促公司承办。论坛围绕第三代半导体功率器件的封装、集成及在

汽车电子、通讯、能源等领域的创新应用，以及装备需求的发展战略与部

署进行研讨。 

 

中国工程院院士、国家新材料产业发展专家咨询委员会主任干勇，中

国科学院院士，南京大学教授郑有炓（线上），中国中小企业协会秘书长，
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国家发改委原气候司巡视员谢极，科技部高新司材料处一级调研员曹学军，

苏州市发改委四级调研员张光宇，苏州市科技局二级调研员赵玮芳，苏州

市工信局副局长万资平，吴中区委书记丁立新，第三代半导体产业技术创

新战略联盟副理事长兼秘书长杨富华，厦门大学客座教授，联盟副理事长

邱宇峰，中科院苏州纳米所副所长，江苏第三代半导体研究院院长、联盟

副理事长徐科，浙江大学电气工程学院院长、教授盛况，天津工业大学电

子与信息工程学院常务副院长、教授牛萍娟，季华实验室科技管理处处长

郭汝海，中微半导体公司副总裁、MOCVD 事业部总经理郭世平， 北京三

安光电有限公司副总经理陈东坡，汇川联合动力系统有限公司技术专家张

太之，绍兴中芯集成电路制造股份有限公司汽车事业部负责人陆珏，珠海

镓未来科技有限公司副总裁胡宗波，纳微达斯半导体（上海）有限公司电

动汽车部高级总监孙浩，上海瞻芯电子科技有限公司副总经理曹峻，深圳

爱仕特科技有限公司总经理陈宇，荷兰 BOSCHMAN TECHNOLOGIES BV.

中国区业务负责人高级工程师田天成，季华实验室科技管理处处长郭汝海， 

无锡先为科技有限公司销售经理程晓燕等来自各高校、科研院所、产业界

的参会代表 200 余人现场参会。 

 

保定第三代半导体应用及发展研讨会于 7 月 20 日成功举办 

7 月 20 日，保定第三代半导体应用及发展研讨会在保定·中关村创新

中心成功举办。 

此次活动是在保定国家高新管委会、第三代半导体产业技术创新战略

联盟的指导下，由保定国家高新区投资促进局、北京中关村信息谷资产管
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理有限公司、第三代半导体产业技术创新战略联盟投融资委员会联合主办，

保定中关村园区开发有限公司、保定中关村信息谷公司、北京星启创新科

技有限公司联合承办，北京智优沃科技有限公司协办。 

 

 
 

 

出席本次会议的领导有：第三代半导体产业技术创新战略联盟副秘书
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长赵璐冰，第三代半导体产业技术创新战略联盟投融资委员会副主任刘玮

玮，第三代半导体产业技术创新战略联盟星启创新董事总经理王磊、保定

高新区党工委委员、管委会副主任杨昕晔，高新区管委会投促局局长杨雨

及保定国家高新区人才中心、金保基金等相关领导。国能联合动力、英利

集团、河北同光半导体、中创燕园等保定市重点企业代表负责同志，北京

中关村信息谷公司产业组织部招商运营总监张伟，保定中关村信息谷公司、

保定中关村园区开发公司总经理张曙光参加会议。 

 

为进一步加强交流合作，切实结合企业落地、合作需求，保定国家高

新区投促局、人才中心、金保基金、保定·中关村创新中心运营团队组成

产业服务团队，与参会企业代表围绕企业发展、技术合作、政策支持、人

才服务及融资需求等方面开展沟通交流，共话落地合作。 

 

 

政策  
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工信部等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》，涉及宽禁带半

导体可靠性建设及验证测试工作推进 

工业和信息化部、教育部、科技部、财政部、国家市场监管总局等五

部门近日联合印发《制造业可靠性提升实施意见》，提出将围绕制造强国、

质量强国战略目标，聚焦机械、电子、汽车等重点行业，对标国际同类产

品先进水平，补齐基础产品可靠性短板，提升整机装备可靠性水平，壮大

可靠性专业人才队伍，形成一批产品可靠性高、市场竞争力强、品牌影响

力大的制造业企业。 

到 2025 年，重点行业关键核心产品的可靠性水平明显提升，可靠性

标准体系基本建立，企业质量与可靠性管理能力不断增强，可靠性试验验

证能力大幅提升，专业人才队伍持续壮大。建设 3 个及以上可靠性共性技

术研发服务平台，形成 100 个以上可靠性提升典型示范，推动 1000 家以

上企业实施可靠性提升。到 2030 年，10 类关键核心产品可靠性水平达到

国际先进水平，可靠性标准引领作用充分彰显，培育一批可靠性公共服务

机构和可靠性专业人才，我国制造业可靠性整体水平迈上新台阶，成为支

撑制造业高质量发展的重要引擎。 

 

主流公司动向  

4英寸铸造法氧化镓单晶研制获得成功 

在紧张忙碌的半导体材料研究室，白色的氧化镓粉末聚沙成塔，在单

晶生长炉里默默生长。由它加工而成的氧化镓衬底片、外延片，可以制作
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成各类功率器件，在新能源汽车、轨道交通、可再生能源发电等领域前景

无限，有望大幅降低能源消耗。 

近日，杭州镓仁半导体有限公司联合浙江大学杭州国际科创中心（简

称科创中心）先进半导体研究院、硅及先进半导体材料全国重点实验室使

用铸造法成功制备了高质量 4 英寸氧化镓单晶，并完成了 4 英寸氧化镓晶

圆衬底技术突破。 
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本项目获得了浙江省 2023 年“领雁”研发攻关计划资助以及杭州市

萧山区“5213”卓越类计划扶持。 
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铸造法是科创中心首席科学家杨德仁院士团队自主研发的、适用于氧

化镓单晶生长的新型熔体法技术，其生长的氧化镓晶圆具有两个显著优势，

一是由于采用了熔体法新路线，显著减少了贵金属铱的使用量，使得氧化

镓生长过程不仅更简单可控，而且成本也更低，具有更广阔的产业化前景；

二是使用该方法生长出的氧化镓为柱状晶，可满足不同使用场景的需求。 

“每克铱的价格就高达上千元，可以说是比黄金更珍贵的贵金属。但

主流方法生长氧化镓晶体使用的盛放熔体的坩埚及配件，需要大量的贵金

属铱，因此过去一直难以降低衬底成本。”团队负责人张辉教授说，“我们

采用的方法大幅减少了铱的使用，成本更低，对产业化来说具有现实意义。” 

氧化镓的固液界面失稳、热冲击产生高密度位错、温度梯度的调控以

及晶体开裂……事实上，铸造法在研发过程中也遇到了诸多问题，轮班值

守、修改方案，经历了成百上千次的实验后，团队最终优化了铸造工艺，

突破了生长、加工等各项技术难题。。 

 

中国移动发布国内首款可重构 5G 射频收发芯片“破风 8676” 

8 月 30 日，在中国移动“第四届科技周暨战略性新兴产业共创发展大

会”上，中国移动发布核心自主创新成果“破风 8676”可重构 5G 射频收

发芯片。 

据悉，“破风 8676”是国内首款基于可重构架构设计，可广泛商业应

用于 5G 云基站、皮基站、家庭基站等 5G 网络核心设备中的关键芯片，实

现从零到一的关键性突破，填补了该领域的国内空白，有效提升了我国 5G

网络核心设备的自主可控度。 
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据“破风 8676”技术总工中国移动研究院首席专家王大鹏介绍称，为

适配多频段、多模式、多站型的应用需求，研发团队创新性提出可重构技

术架构，支持信号带宽、杂散抑制频点和深度等重要规格参数灵活匹配，

数字预失真、削峰等模块算法灵活调整，基带成型滤波、均衡滤波等增量

功能灵活加载，利用这些架构优化和功能重组，以系统集成创新，弥补单

点性能瓶颈，打造了一款达到国际先进水平，同时具备低成本、低功耗、

多功能等差异化竞争优势的产品。 

目前，“破风 8676”芯片已在多家头部合作伙伴的整机设备中成功集

成，将在以云基站、皮基站、家庭站等网络设备为代表的下阶段 5G 低成

本、高可控度的商用网络建设中发挥重要作用。 

会员动态  
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思坦科技获评国家级专精特新“小巨人”企业 

在工业和信息化部公示的第五批专精特新“小巨人”企业名单中，思

坦科技上榜，成为首家获评国家级专精特新“小巨人”称号的 Micro-LED

初创企业。同时也恭喜本次获批上榜的产业链上下游合作伙伴。 

 

专精特新是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小
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企业。专精特新“小巨人”旨在认定专注于细分市场、创新能力强、市场

占有率高、掌握关键核心技术、服务于产业链关键环节、质量效益优的排

头兵企业，是全国中小企业评定工作中的最高等级、最具权威的荣誉称号。 

不积跬步无以至千里，思坦科技在 Micro-LED 领域深耕多年，拥有强

大的研发团队及前沿的技术储备，目前已围绕关键技术和核心工艺布局知

识产权逾 600 项，实现多项成果转化。未来思坦科技也将继续坚持专精特

新发展道路，秉承“用我微芯，点亮世界”的美好愿景，积极推动 Micro-

LED 技术产业化。 

 

九峰山实验室全面启动碳化硅（SiC）工艺技术服务 

2023 年 8 月 1 日，九峰山实验室 6 寸碳化硅（SiC）中试线全面通线，

首批沟槽型 MOSFET 器件晶圆下线。实验室已具备碳化硅外延、工艺流

程、测试等全流程技术服务能力。 
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实验室工艺中心团队在充分调研及大量验证测试的基础上，充分梳理关键

工艺及工艺风险点，周密制定开发计划，在 4 个月内连续攻克碳化硅（SiC）

器件刻蚀均一性差、注入后翘曲度高、栅极底部微沟槽等十余项关键工艺

问题。开发了低表面粗糙度、高激活率的高温高能离子注入与激活工艺，

实现了低沟槽表面粗糙度刻蚀，打通了高厚度一致性及均一性、低界面态

密度沟槽栅氧介质结构及工艺，制定并实施了低阻 n 型和 p 型欧姆接触的

合金化技术方案，系统性地解决了一直困扰业界的沟槽型碳化硅 MOSFET

器件的多项工艺难题。 

未来，九峰山实验室将继续以基础性、前瞻性、特色性的原创成果和

优质资源支持产业界解决关键工艺难题，为合作伙伴提供中立、开放的创

新工艺研发平台，加速技术创新。 

 

英诺赛科氮化镓出货量突破 3 亿颗 

截至 2023 年 8 月，英诺赛科氮化镓芯片出货量成功突破 3 亿颗！产

品在消费类（快充、手机、LED），汽车激光雷达，数据中心，新能源与储

能领域的多个应用中大批量交付，帮助客户实现小体积、高能效、低损耗

的产品设计。 

 



 

 

山大与南砂晶圆团队在 8 英寸 SiC 衬底位错缺陷控制方面获重大

突破 

山东大学与南砂晶圆半导体技术有限公司在 8 英寸 SiC 衬底位错缺陷

控制方面取得了重大突破，使用物理气相传输法实现了近“零螺位错（TSD）”

密度和低基平面位错（BPD）密度的 8 英寸导电型 4H-SiC 单晶衬底制备，

其中螺位错密度为 0.55 cm-2，基平面位错密度为 202 cm-2。 

 

并以“低位错密度 8 英寸导电型碳化硅单晶衬底制备（Fabrication of 

8-inch N-type 4H-SiC Single Crystal Substrate with Low Dislocation Density）”

为题在《无机材料学报》发表（DOI: 10.15541/jim20230325）。 

为制备的 8 英寸导电型 4H-SiC 单晶衬底，使用熔融 KOH 对衬底



 

 

进行选择性蚀刻，统计 BPD 和 TSD 对应的特征腐蚀坑数量，计算 BPD 

和 TSD 密度。为衬底的 BPD 密度分布图，平均 BPD 密度为 202 cm-2。

上图给出了 TSD 密度分布图，平均 TSD 密度<1 cm-2。为不同尺寸 TSD 

腐蚀坑对应的数量，其中 TSD 数量总计 42 个，测试点数 1564 个，每

个点对应面积 0.0489 cm2，因此 TSD 密度=42/(1564×0.0489cm2)=0.55 

cm-2。 

研究团队实现了近“零 TSD”和低 BPD 密度的 8 英寸导电型 4H-

SiC 单晶衬底制备，8 英寸 SiC 单晶衬底位错缺陷的有效控制，有助于加

快国产 8 英寸导电型 4H-SiC 衬底的产业化进程，提升市场竞争力。 

 


